B340D -B341D -B342D

Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-

Transistoren

Bauform 5

Anschlubbelegung

1 Kollektor T1 8
2 Emitier T1 9
3 Basis T1 10
4 Masse 11
5 Basis T2 12
6 Emitter T2 - 13
7 Kollektor T2 14
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Grenzwerle giiliig fiir den Betriebstemperaturbereich

Kallektar-Emitter-Spannung Uceo
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo
Emitter-Basis-Spannung Ugpo
Kollektor-Subsirat-Spannung Ucio
Kollektorsirom e
Basisstrom Ig
Wérmewiderstand

fir Gesamt Ig R thja
Betriebstemperaturbereich a'}u

Sperrschichttemperatul b

15V
20V
5V
vV
10 mA
5 mA

120 K/W
—25...85°C
12528

Kennwerte beiit, — 25 "C + 5K

Gleichstromverstdrkung
UCBESV' IE: 1 mA

UCB: 5V, IE = 105.].}3\
Verhaltnis der Gleichstrom-
verst@rkung flir alle méglichen

Transistorpacre

Differenz der Basis-Emitter-
Spannungen fiir alle méglichen
Transistorpaare (nur B 340/341)
UCB':KEV, lg = 100 pA
Ubergangsfrequenz

UCE: 5Y, fc =1 mA, f=— 100 MHz
Rausdhfaktor fir B 341 D

Ic = 200 pA, f = 1 kHz,

Af = 100 Hz, Rg = 2 k9

hot1 E(T1)

ha1 g

hat1E(x)

h21E(y)

Ug
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c 56..,140
d 112 ... 280
e 224 .., 560

6,8...1,25

< 5mV

135 MHz:

- 6dB



